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-Ga2O3は、4.8eV のバンドギャップエネルギーを有すること、広範囲での導電率制御が可能で

あることから、光デバイスやパワーデバイス用基板等の材料として注目を集めている。また、融

液成長が可能なため、大型で高品質な単結晶基板を安価に作製できることも魅力である。これま

でに、2インチサイズの結晶育成についてはいくつかの報告があるが 1), 2)、GaN 系エピ膜の成長に

適した(-201)面 3)の 2 インチ基板については報告されていない。本報告では GaN 系発光素子用基

板として主面が(-201)面のφ2インチの基板を作製してその評価を行った結果について述べる。 

単結晶の育成は酸化ガリウムの粉末を原料とし、イリジウム製のルツボとダイを用いて大気圧

の窒素と酸素の混合雰囲気下で行った。導電率の制御は n型ドーパントの材料として SnO2を添加

することにより行った。育成した結晶は、丸加工、研磨、CMP によりφ2 インチの円形基板の形

状に加工した (Fig1) 。 

結晶性評価として(-402)の X 線回折のロッキングカーブを測定し、半値幅が約 17秒という良好

な値を得た (Fig2) 。また、面内 5点のエッチピット密度は 1×10
3～1×10

4
cm

-2であった。導電性

については C-V法により評価し、10
17

cm
-3台の前半～10

19
cm

-3台の前半まで制御可能であることを

確認した。基板表面の平均粗さ Ra は AFM で評価を行い、0.2nm と高い平坦度であることがわか

った。また、基板形状の指標である Bow、Warp、TTV の値は、それぞれ-5m、11m、3m であ

った。ここに記載した以外にも機械・電気・光学・熱的特性に関して評価を行ったが、それらに

ついては当日に報告を行う。 

本研究の一部は NEDO からの委託研究「省エネルギー革新技術開発事業／挑戦研究」として実

施した。 
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Fig1. 2-inch (-201)-Ga2O3 substrate                  Fig2. X-ray rocking curve 
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